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Diagramas de bandas de níveis de energia 
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Teoria das Bandas Aplicada aos Metais:
2º e 3º Períodos da Tabela PeriódicaE
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Na 1 N N/2 1/8 0.26

Mg 2 2N N 2/8 0.42

Al 3 3N 3N/2 3/8 1.0



Teoria das Bandas Aplicada aos Metais:
4º, 5º e 6º Períodos da Tabela Periódica 
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Estatística de Fermi:
1

Probabilidade de ocupação dos níveis. Variação de P(E) com T
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Variação da condutividade dos metais com a temperaturaVariação da condutividade dos metais com a temperatura, 
tipo e teor de impurezas



Teoria das Bandas em Não Metais
Carbono grafiteg
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Condutividade em materiais de Carbono (grafite e grafenos)(g g )



Carbono grafite

Comparação com o diagrama de bandas de energia para carbono diamante
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C

Largura da banda proibida  para o carbono diamante
e os elementos do mesmo grupo (14)
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Semicondutores Intrínsecos Inorgânicos
Grupo 14

4 electrões de valência4 electrões de valência

Hibridação sp3ç p3

Capacidade para formar unidades
X(X )X(X4) 



Posição do nível de Fermi num semicondutor intrínseco
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Variação da condutividade dos semicondutoresVariação da condutividade dos semicondutores 
intrínsecos  com a temperatura 



Mecanismo de Condução
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Variação da condutividade dos semicondutores 
intrínsecos  com a temperatura 



Grupo 14
Compostos semicondutores intrínsecos
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Compostos semicondutores intrínsecos

Composto Eg /eV

SiC 2.9‐3.05

AlP 3.0

AlAs 2.3

GaP 2 25GaP 2.25

AlSb 1.52

GaAs 1.34

InP 1.27

GaSb 0.70

InAs 0 33GaAs InAs 0.33

InSb 0.18

Estruturas idênticas ao diamante e ao silício
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